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【57】申請專利範圍
1.　一種發光二極體封裝元件檢測方法，包含：提供一發光二極體封裝元件，其中該發光二
極體封裝元件包含一發光二極體晶粒、一支架及一包覆載體，該發光二極體晶粒係設置

於該支架上且該支架之高度高於該發光二極體晶粒之高度，且該包覆載體包覆該發光二

極體晶粒及部分之該支架；粗研磨去除該發光二極體晶粒之頂部至該支架外之部分該包

覆載體；細研磨去除部分該包覆載體以裸露該發光二極體晶粒之上表面；及去除該發光

二極體晶粒一側面之部分該包覆載體。

2.　如請求項 1所述之發光二極體封裝元件檢測方法，更包含以離子束拋光該發光二極體晶
粒，以形成該發光二極體封裝元件之一剖面。

3.　如請求項 1所述之發光二極體封裝元件檢測方法，其中粗研磨去除該發光二極體晶粒之
頂部至該支架外之部分該包覆載體之步驟係以粗砂輪研磨去除該發光二極體晶粒之頂部

至該支架外之部分該包覆載體。

4.　如請求項 1所述之發光二極體封裝元件檢測方法，其中細研磨去除部分該包覆載體以裸
露該發光二極體晶粒之上表面之步驟係以細砂輪研磨去除該發光二極體晶粒上表面之部

分該包覆載體。

5.　如請求項 1所述之發光二極體封裝元件檢測方法，其中去除該發光二極體晶粒一側面之
部分該包覆載體之步驟係以砂輪研磨去除該發光二極體晶粒一側面之部分該包覆載體。

6.　如請求項 1所述之發光二極體封裝元件檢測方法，其中該發光二極體封裝元件更包含一
導電膠，用以固定該發光二極體晶粒於該支架上。

7.　如請求項 1所述之發光二極體封裝元件檢測方法，其中該發光二極體晶粒可以是一水平
式發光二極體晶粒或一垂直式發光二極體晶粒二者其中一。

圖式簡單說明

圖 1係習知插件式發光二極體封裝元件之結構示意圖。
圖 2係習知插件式發光二極體封裝元件研磨切削後實際之剖面 SEM照片。
圖 3係本發明一檢測方法實施例中待檢測插件式發光二極體封裝元件之部分結構示意圖。

- 11013 -



圖 4係本發明一檢測方法實施例中檢測插件式發光二極體封裝元件之部分俯視透視圖。
圖 5係本發明一檢測方法實施例中封裝元件切削後實際之剖面 SEM照片。
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